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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート線、データ線、画素電極及び薄膜トランジスタが設けられている基板、及び前記
基板上に設けられ、外部からの信号を受信する配線部と前記配線部からの信号に応答して
ゲート信号を前記ゲート線に出力する回路部とを備えるゲート駆動部、を含み、
　前記配線部は、前記配線部に重畳する光硬化性の結合部材に光を透過させるための開口
部が設けられている信号線を含み、
　前記配線部は開口部が設けられていない信号線をさらに含み、
　前記回路部は、複数のトランジスタを備え、前記トランジスタのうちの少なくとも一つ
は、前記回路部に重畳する光硬化性の結合部材に光を透過させるための間隙が形成される
ように互いに間隔を置いて設けられた、前記トランジスタよりも小さい複数の小さいトラ
ンジスタからなる薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２】
　前記開口部が設けられている信号線の線幅は１００μｍ以上である、請求項１に記載の
薄膜トランジスタ表示板。
【請求項３】
　前記信号線は、アルミニウムやアルミニウム合金、または銀や銀合金からなる第１導電
膜と、クロムまたはモリブデンまたはチタニウムまたはタンタルからなる第２導電膜とを
含む、請求項１または請求項２に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項４】
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　前記信号線は、前記ゲート線または前記データ線と同一層で形成された、請求項１～３
のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項５】
　前記回路部は、従属連結され順に出力信号を生成する複数のステージからなるシフトレ
ジスタを備え、
　前記開口部が設けられている信号線は、前記シフトレジスタに電源電圧と互いに異なる
位相の第１クロック信号及び第２クロック信号を伝達する第１信号線乃至第３信号線を備
えている、請求項１～４のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項６】
　前記開口部が設けられていない信号線は前記シフトレジスタに初期化信号を伝達する第
４信号線を含む、請求項５に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項７】
　前記第１乃至第４信号線は、前記シフトレジスタから遠い方から近い方へ順に配置され
ている、請求項６に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項８】
　前記配線部は、前記第１乃至第４信号線のうちの少なくとも一つ及び前記シフトレジス
タを連結する複数の連結線をさらに含む、請求項６または請求項７に記載の薄膜トランジ
スタ表示板。
【請求項９】
　前記連結線は、前記信号線と異なる層で形成される、請求項８に記載の薄膜トランジス
タ表示板。
【請求項１０】
　前記連結線及び前記信号線は、連結補助部材を通じて連結されている、請求項８または
請求項９に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１１】
　前記連結補助部材は、透明で、前記連結線及び前記信号線と複数の接触孔を通じて連結
されている、請求項１０に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１２】
　前記トランジスタよりも小さい前記複数のトランジスタ間の間隔は１００μｍ以下であ
る、請求項１～１１のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１３】
　複数のゲート線と複数のデータ線が設けられた第１基板と、前記第１基板と対向する第
２基板、及び前記第１基板と前記第２基板との間に介在し前記第１及び第２基板を結合す
る光硬化性の結合部材からなり、データ信号及びゲート信号に応答して映像を表示する表
示パネル、
　前記複数のデータ線に前記データ信号を出力するデータ駆動部、及び前記第１基板上に
設けられ、外部から複数の信号を受信する配線部及び前記外部信号に応答して前記ゲート
信号を前記複数のゲート線に出力する回路部からなるゲート駆動部、を含み、
　前記配線部は、前記結合部材と重畳し前記結合部材に光を透過させるための開口部が設
けられている信号線を含み、
　前記配線部は開口部が設けられていない信号線をさらに含み、
　前記回路部は、複数のトランジスタを備え、前記トランジスタのうちの少なくとも一つ
は、前記回路部に重畳する光硬化性の結合部材に光を透過させるための間隙が形成される
ように互いに間隔を置いて設けられた、前記トランジスタよりも小さい複数の小さいトラ
ンジスタからなる表示装置。
【請求項１４】
　第１基板上に、重畳する光硬化性の結合部材に光を透過させるための開口部を備える信
号線を含む配線部と、前記配線部からの信号によってゲート信号を生成する回路部を含む
ゲート駆動回路を形成する段階、
　第２基板上に遮光膜を形成する段階、
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　前記第１または第２基板上に液晶を滴下する段階、
　前記第１または第２基板上に密封材を塗布する段階、
　前記第１基板と前記第２基板を整列する段階、及び
　前記第１基板の開口部を通じて前記密封材に光を照射する段階、を含み、
　前記配線部は開口部が設けられていない信号線をさらに含み、
　前記回路部は、複数のトランジスタを備え、前記トランジスタのうちの少なくとも一つ
は、前記回路部に重畳する光硬化性の結合部材に光を透過させるための間隙が形成される
ように互いに間隔を置いて設けられた、前記トランジスタよりも小さい複数の小さいトラ
ンジスタからなる液晶表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　ゲート線、データ線、画素電極及び薄膜トランジスタが設けられている基板、及び前記
基板上に設けられ、外部からの信号を受信する配線部と前記配線部からの信号に応答して
ゲート信号を前記ゲート線に出力する回路部とを備えるゲート駆動部、を含み、
　前記配線部は、開口部が設けられている信号線を含んでおり、前記開口部は一対の横辺
と一対の縦辺で形成された四角形であり、前記横辺の長さと前記縦辺の長さが互いに異な
り、
　前記配線部は開口部が設けられていない信号線をさらに含み、
　前記回路部は、複数のトランジスタを備え、前記トランジスタのうちの少なくとも一つ
は、前記回路部に重畳する光硬化性の結合部材に光を透過させるための間隙が形成される
ように互いに間隔を置いて設けられた、前記トランジスタよりも小さい複数の小さいトラ
ンジスタからなる薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１６】
　前記開口部の前記縦辺は前記信号線の長さ方向に延びており、
　前記開口部の前記縦辺の長さは前記開口部の前記横辺の長さより長い、請求項１５に記
載の薄膜トランジスタ表示板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタ表示板、これを含む表示装置及び液晶表示装置の製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、表示装置は、ゲート線、データ線、画素電極及び薄膜トランジスタが具備され
た薄膜トランジスタ表示板と、共通電極表示板を備える表示パネルと、ゲート線にゲート
信号を出力するゲート駆動部、及びデータ線にデータ信号を出力するデータ駆動部で構成
される。
【０００３】
　ゲート駆動部及びデータ駆動部は、チップ形態で表示パネルに実装されている。ところ
が近来、表示装置の小型化及び生産性の増大を実現するために、ゲート駆動部を表示パネ
ルに内蔵する構造が開発されつつある。
【０００４】
　表示パネルを代表する液晶表示パネルの場合、ゲート線、データ線、画素電極及び薄膜
トランジスタが具備された薄膜トランジスタ表示板と、薄膜トランジスタ表示板と対向す
る共通電極表示板と、薄膜トランジスタ表示板と共通電極表示板との間に介在された液晶
層、及び薄膜トランジスタ表示板と共通電極表示板を結合する密封材からなる。
【０００５】
　ゲート駆動部が表示パネルの薄膜トランジスタ表示板に内蔵される構造では、ゲート駆
動部と共通電極表示板に設けられた共通電極との間で寄生容量が発生し、この寄生容量は
ゲート駆動部の誤動作を誘発する。このため最近では、寄生容量を減少させるために密封
材をゲート駆動部と共通電極との間に配置する構造が提示されている。
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【０００６】
　一方、液晶表示パネルの大型化に伴い、薄膜トランジスタ表示板と共通電極表示板との
間に液晶層を注入する方法として、液晶滴下方式の他に、薄膜トランジスタ表示板と共通
電極表示板との間の整列の誤差を減らすため光硬化性密封材が一般に用いられている。光
硬化性密封材は、光によって硬化し薄膜トランジスタ表示板と共通電極表示板を結合させ
る。この時、共通電極表示板には、ゲート駆動部が設けられた領域に対応し遮光層が形成
されており、一般に光は、薄膜トランジスタ表示板の背面から入射される背面露光方式で
照射される。
【０００７】
　しかし、下記特許文献１に示すように、密封材がゲート駆動部と共通電極との間に備わ
る構造において、密封材に光を提供し硬化させるとき、ゲート駆動部のため密封材に入射
された光量が減少する。特に、高電流が流れる電源電圧配線のように、その線幅が１００
μｍより大きくて照射された光の回折が弱い場合、該部分の密封材に照射される光量が減
少して密封材の硬化が不完全状態となる。その結果、薄膜トランジスタ表示板と共通電極
表示板の結合力が低下する。また、不完全な結合状態の密封材を通じて外部から湿気が流
入し易くゲート駆動部の腐蝕が発生し、ゲート駆動部の誤動作が生じる。
【０００８】
　また、前記構造において、外部から流入する静電気によって信号線と連結線が短絡する
現象が発生する場合、ゲート駆動部は深刻なダメージを受けることになる。更に、ゲート
駆動部が集積されている構造では、ダメージの修理が不可能であるため、製品全体に対し
致命的な不良を起こす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－５２３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、光硬化性結合部材を用いた共通電極表示板との結合が容
易である薄膜トランジスタ表示板及びこれを含む表示装置を提供することである。また、
容易に修理を行うこともできる薄膜トランジスタ表示板及びこれを含む表示装置を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一特徴による薄膜トランジスタ表示板は、ゲート線、データ線、画素電極及び
薄膜トランジスタが設けられている基板、及び前記基板上に設けられ、外部からの信号を
受信する配線部と前記配線部からの信号に応答してゲート信号を前記ゲート線に出力する
回路部とを備えるゲート駆動部、を含み、前記配線部は、前記配線部に重畳する光硬化性
の結合部材に光を透過させるための開口部が設けられている信号線を含み、前記配線部は
開口部が設けられていない信号線をさらに含み、前記回路部は、複数のトランジスタを備
え、前記トランジスタのうちの少なくとも一つは、前記回路部に重畳する光硬化性の結合
部材に光を透過させるための間隙が形成されるように互いに間隔を置いて設けられた、前
記トランジスタよりも小さい複数の小さいトランジスタからなる。
【００１２】
　本発明の一特徴による表示装置は、複数のゲート線と複数のデータ線が設けられた第１
基板と、前記第１基板と対向する第２基板、及び前記第１基板と前記第２基板との間に介
在し前記第１及び第２基板を結合する光硬化性の結合部材からなり、データ信号及びゲー
ト信号に応答して映像を表示する表示パネル、前記複数のデータ線に前記データ信号を出
力するデータ駆動部、及び前記第１基板上に設けられ、外部から複数の信号を受信する配
線部、及び前記外部信号に応答して前記ゲート信号を前記複数のゲート線に出力する回路
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部からなるゲート駆動部、を含み、前記配線部は、前記結合部材と重畳し前記結合部材に
光を透過させるための開口部が設けられている信号線を含み、前記配線部は開口部が設け
られていない信号線をさらに含み、前記回路部は、複数のトランジスタを備え、前記トラ
ンジスタのうちの少なくとも一つは、前記回路部に重畳する光硬化性の結合部材に光を透
過させるための間隙が形成されるように互いに間隔を置いて設けられた、前記トランジス
タよりも小さい複数の小さいトランジスタからなる。
【００１３】
　本発明の一特徴による液晶表示装置の製造方法は、第１基板上に、重畳する光硬化性の
結合部材に光を透過させるための開口部を備える信号線を含む配線部と、前記配線部から
の信号によってゲート信号を生成する回路部を含むゲート駆動回路を形成する段階、第２
基板上に遮光膜を形成する段階、前記第１または第２基板上に液晶を滴下する段階、前記
第１または第２基板上に密封材を塗布する段階、前記第１基板と前記第２基板を整列する
段階、及び前記第１基板の開口部を通じて前記密封材に光を照射する段階、を含み、前記
配線部は開口部が設けられていない信号線をさらに含み、前記回路部は、複数のトランジ
スタを備え、前記トランジスタのうちの少なくとも一つは、前記回路部に重畳する光硬化
性の結合部材に光を透過させるための間隙が形成されるように互いに間隔を置いて設けら
れた、前記トランジスタよりも小さい複数の小さいトランジスタからなる。
【００１４】
　本発明の一特徴による薄膜トランジスタ表示板は、ゲート線、データ線、画素電極及び
薄膜トランジスタが設けられている基板、及び前記基板上に設けられ、外部からの信号を
受信する配線部と前記配線部からの信号に応答してゲート信号を前記ゲート線に出力する
回路部とを備えるゲート駆動部、を含み、前記配線部は、開口部が設けられている信号線
を含んでおり、前記開口部は一対の横辺と一対の縦辺で形成された四角形であり、前記横
辺の長さと前記縦辺の長さが互いに異なり、前記配線部は開口部が設けられていない信号
線をさらに含み、前記回路部は、複数のトランジスタを備え、前記トランジスタのうちの
少なくとも一つは、前記回路部に重畳する光硬化性の結合部材に光を透過させるための間
隙が形成されるように互いに間隔を置いて設けられた、前記トランジスタよりも小さい複
数の小さいトランジスタからなる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、光硬化性物質を含む密封材がゲート駆動部の一部分をカバーするよう
第１基板と第２基板との間に介在する構造において、ゲート駆動部の信号配線には密封材
を硬化するため、第１基板の背面を通じて入射された光を透過する開口部が設けられ、密
封材によって第１及び第２基板間の結合力が向上される。その結果、外部から流入する湿
気による腐蝕不良などを改善することができる。更に、容易に修理を行うこともできる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による表示装置の平面図である。
【図２】図１に示した表示装置のＩＩ-ＩＩ´線による断面図である。
【図３】図１に示したゲート駆動部として用いられるシフトレジスタブロック図の一例で
ある。
【図４】図３に示したシフトレジスタの一ステージの回路図の一例である。
【図５】本発明の一実施形態によるゲート駆動部の概略的な配置図である。
【図６】図５に示したゲート駆動部の配線部の配置図の一例である。
【図７】図６に示した配線部のＶＩＩ-ＶＩＩ´線による断面図である。
【図８】図５に示したゲート駆動部の回路部の一部の配置図の一例である。
【図９】図８に示した配線部のＩＸ-ＩＸ´線による断面図である。
【図１０】表示領域ＤＡの画素の配置図である。
【図１１】図１０に示した画素のＸＩ-ＸＩ´線による断面図である。
【図１２】図６に示した配置図において修理された状態の一例を示すものである。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施形態に対して、本発明が属する技術分野
における通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。
【００１８】
　図面は、各種層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一な図面符号を付けている。層、膜、領域、板な
どの部分が、他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合
に限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“す
ぐ上に”あるとする時、これは中間に他の部分がない場合を意味する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態による表示装置の平面図であり、図２は、図１に示した表
示装置のＩＩ-ＩＩ´線による断面図である。
【００２０】
　図１及び図２を参照すれば、本発明の一実施形態による表示装置６００は、データ信号
及びゲート信号に応答して映像を表示する表示パネル３００、表示パネル３００に具備さ
れ表示パネル３００にデータ信号及びゲート信号をそれぞれ出力するデータ駆動部５００
及びゲート駆動部４００を含む。
【００２１】
　表示パネル３００は、薄膜トランジスタ表示板１００、薄膜トランジスタ表示板１００
と対向する共通電極表示板２００、薄膜トランジスタ表示板１００と共通電極表示板２０
０との間に介在する液晶層３３０及び密封材３５０を含む。
【００２２】
　表示パネル３００は、映像を表示する表示領域ＤＡ、表示領域ＤＡを囲むシールライン
（ｓｅａｌ ｌｉｎｅ）領域ＳＡ、シールライン領域ＳＡの外側に位置する第１周辺領域
ＰＡ１、及び表示領域ＤＡとシールライン領域ＳＡの一部との間に設けられた第２周辺領
域ＰＡ２に区画することができる。共通電極表示板２００は、シールライン領域ＳＡ及び
その内側に位置しており、薄膜トランジスタ表示板１００は、シールライン領域ＳＡの外
側に第１周辺領域ＰＡ１まで延長されている。
【００２３】
　表示パネル３００は、等価回路によれば、複数のゲート線ＧＬ１～ＧＬｎと複数のデー
タ線ＤＬ１～ＤＬｍ、及びこれと接続されている複数の画素を含む。
【００２４】
　ゲート線ＧＬ１～ＧＬｎ及びデータ線ＤＬ１～ＤＬｍは、薄膜トランジスタ表示板１０
０の基板１１０上に形成されている。ゲート線ＧＬ１～ＧＬｎ及びデータ線ＤＬ１～ＤＬ

ｍは、表示領域ＤＡで互いに絶縁されて交差し、各々第２及び第１周辺領域ＰＡ２、ＰＡ
１まで延長されてゲート駆動部４００及びデータ駆動部５００に接続される。
【００２５】
　各画素は、表示領域ＤＡに位置し、ゲート線ＧＬ１～ＧＬｎ及びデータ線ＤＬ１～ＤＬ

ｍに接続されている薄膜トランジスタＴｒと、これに接続されている液晶キャパシタＣｌ
ｃとを含む。
【００２６】
　薄膜トランジスタＴｒは、薄膜トランジスタ表示板１００に形成され、ゲート線ＧＬ１

～ＧＬｎに接続されている制御端子、データ線ＤＬ１～ＤＬｍに接続されている入力端子
、及び液晶キャパシタＣｌｃに接続されている出力端子を備える。薄膜トランジスタＴｒ
は、非晶質シリコンを含むのが好ましいが、多結晶シリコンを含むこともできる。
【００２７】
　液晶キャパシタＣｌｃは、薄膜トランジスタ表示板１００に形成されている画素電極（
図示せず）と、共通電極表示板２００の基板２１０上に形成されている共通電極２７０、
及びこれらの間の液晶層３３０を備えてなる。画素電極は薄膜トランジスタＴｒに接続さ
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れており、共通電極２７０は共通電極表示板２００の全面に形成され共通電圧の印加を受
ける。
【００２８】
　第１周辺領域ＰＡ１の薄膜トランジスタ表示板１００上には、チップ形態のデータ駆動
部５００が装着されている。データ駆動部５００は、データ線ＤＬ１～ＤＬｍと電気的に
接続されデータ信号を印加する。
【００２９】
　一方、第２周辺領域ＰＡ２に隣接するシールライン領域ＳＡ及び第２周辺領域ＰＡ２上
の薄膜トランジスタ表示板１００には、ゲート駆動部４００が設けられている。ゲート駆
動部４００は、ゲート線ＧＬ１～ＧＬｎと電気的に接続されゲート信号を印加する。
【００３０】
　密封材３５０は、シールライン領域ＳＡに位置しており、薄膜トランジスタ表示板１０
０と共通電極表示板２００を結合し、液晶層３３０の液晶を封じ込める役割を果たす。密
封材３５０は光硬化性物質を含む。
【００３１】
　密封材３５０は、シールライン領域ＳＡに位置したゲート駆動部４００の一部分と重畳
している。液晶層３３０の誘電定数が約１０以上であるのに対し、密封材３５０の誘電定
数は約４．０以下であるため、このようにすれば、共通電極表示板２００の共通電極２７
０とゲート駆動部４００との間で発生する寄生容量を低減させることができる。
【００３２】
　図２のように、共通電極表示板２００にはまた、シールライン領域ＳＡ及び第２周辺領
域ＰＡ２に位置する遮光層２２０が設けられている。共通電極表示板２００の第２基板２
１０と共通電極２７０との間にカラーフィルタ層（図示せず）が具備できるが、カラーフ
ィルタ層は三原色、例えば赤色、緑色及び青色を表示する。ところが、カラーフィルタ層
は、薄膜トランジスタ表示板１００に備えられるか、場合によっては省略することもでき
る。
【００３３】
　前記液晶表示装置において液晶層３３０は、滴下方式によって二つの表示板１００、２
００の間に密封材３５０で密封されており、滴下方式に関しては、液晶層３３０は、二つ
の表示板１００、２００を密封材３５０で結合する前に共通電極表示板２００または薄膜
トランジスタ表示板１００の上に液晶を滴下した後、二つの表示板１００、２００を整列
し密封材３５０に光を照射して硬化させる。ところが、共通電極表示板２００には遮光層
２２０が存在し光を遮断するため、密封材３５０を硬化させる際には、薄膜トランジスタ
表示板１００の背面から光を入射する。
【００３４】
　図３は、図１に示したゲート駆動部のブロック図の例であり、図４は、図３に示したゲ
ート駆動部の一ステージの回路図の例である。
【００３５】
　図３及び図４を参照すれば、ゲート駆動部４００は、互いに従属的に接続され、順にゲ
ート信号を出力する複数のステージＳＴ１～ＳＴｎ+１を含み、ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆ
、第１及び第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢ及び初期化信号ＩＮＴが入力される。最後
のステージＳＴｎ+１を除く全てのステージＳＴ１～ＳＴｎ+１は、ゲート線ＧＬ１～ＧＬ

ｎと１対１に接続されている。
【００３６】
　各ステージＳＴ１～ＳＴｎ+１は、第１クロック端子ＣＫ１、第２クロック端子ＣＫ２
、セット端子Ｓ、リセット端子Ｒ、電源電圧端子ＧＶ、フレームリセット端子ＦＲ、及び
ゲート出力端子ＯＵＴ１及びキャリー出力端子ＯＵＴ２を備えている。
【００３７】
　各ステージ、例えばｊ番目ステージＳＴｊのセット端子Ｓには、前段ステージＳＴｊ-

１のキャリー出力、つまり前段キャリー出力Ｃｏｕｔ（ｊ-１）が、リセット端子Ｒには
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後段ステージＳＴｊ+１のゲート出力、つまり後段ゲート出力Ｇｏｕｔ（ｊ+１）が入力さ
れ、第１及び第２クロック端子ＣＫ１、ＣＫ２にはクロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢが入力
され、ゲート電圧端子ＧＶにはゲートオフ電圧Ｖｏｆｆが入力され、フレームリセット端
子ＦＲには初期化信号ＩＮＴが入力される。ゲート出力端子ＯＵＴ１はゲート出力Ｇｏｕ
ｔ（ｊ）を出力し、キャリー出力端子ＯＵＴ２はキャリー出力Ｃｏｕｔ（ｊ）を出力する
。最後のステージＳＴｎ+１のキャリー出力Ｃｏｕｔ（ｎ+１）は、初期化信号ＩＮＴとし
て各ステージＳＴ１～ＳＴｎに提供される。
【００３８】
　但し、シフトレジスタ４００の第１ステージＳＴ１には、前段キャリー出力の代わりに
走査開始信号ＳＴＶが入力され、最後のステージＳＴｎ+１には後段ゲート出力の代わり
に走査開始信号ＳＴＶが入力される。また、ｊ番目ステージＳＴｊの第１クロック端子Ｃ
Ｋ１に第１クロック信号ＣＫＶが、第２クロック端子ＣＫ２に第２クロック信号ＣＫＶＢ
が入力される場合、これに隣接した（ｊ-１）番目及び（ｊ+１）番目ステージＳＴｊ-１

、ＳＴｊ+１の第１クロック端子ＣＫ１には第２クロック信号ＣＫＶＢが、第２クロック
端子ＣＫ２には第１クロック信号ＣＫＶが入力される。
【００３９】
　第１及び第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢは、画素のトランジスタＴｒを駆動できる
ように、電圧レベルがハイの場合はゲートオン電圧Ｖｏｎと同一で、ローの場合はゲート
オフ電圧Ｖｏｆｆと同一であるのが好ましい。第１及び第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶ
Ｂは、デューティ比が５０％であり、その位相差は１８０°であることができる。
【００４０】
　図４を参照すれば、本発明の一実施形態によるゲート駆動部４００の各ステージ、例え
ばｊ番目ステージは、入力部４２０、プルアップ駆動部４３０、プルダウン駆動部４４０
及び出力部４５０を含む。これらは少なくとも一つのＮＭＯＳトランジスタＴ１-Ｔ１４
を含み、プルアップ駆動部４３０及び出力部４５０は、キャパシタＣ１-Ｃ３をさらに含
む。ところが、ＮＭＯＳトランジスタの代わりにＰＭＯＳトランジスタを用いることもで
きる。実際にキャパシタＣ１-Ｃ３は、工程時に設けられるゲートとドレイン／ソース間
の寄生容量（ｐａｒａｓｉｔｉｃ ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）であり得る。
【００４１】
　入力部４２０は、セット端子Ｓ及びゲート電圧端子ＧＶに順に直列に連結されている三
つのトランジスタＴ１１、Ｔ１０、Ｔ５を備える。トランジスタＴ１１、Ｔ５のゲートは
、第２クロック端子ＣＫ２に接続され、トランジスタＴ５のゲートは、第１クロック端子
ＣＫ１に接続されている。トランジスタＴ１１とトランジスタＴ１０間の接続点は接続点
Ｊ１に接続され、トランジスタＴ１０とトランジスタＴ１１間の接続点は接続点Ｊ２に接
続されている。
【００４２】
　プルアップ駆動部４３０は、セット端子Ｓと接続点Ｊ１との間に接続されているトラン
ジスタＴ４と、第１クロック端子ＣＫ１と接続点Ｊ３との間に接続されているトランジス
タＴ１２、及び第１クロック端子ＣＫ１と接続点Ｊ４との間に接続されているトランジス
タＴ７を含む。トランジスタＴ４のゲート及びドレインは、セット端子Ｓに共通に接続さ
れ、ソースは接続点Ｊ１に接続されており、トランジスタＴ１２のゲート及びドレインは
、第１クロック端子ＣＫ１に共通に接続され、ソースは接続点Ｊ３に接続されている。ト
ランジスタＴ７のゲートは、接続点Ｊ３に接続されると同時に、キャパシタＣ１を通じて
第１クロック端子ＣＫ１に接続され、ドレインは第１クロック端子ＣＫ１に、ソースは接
続点Ｊ４に接続され、接続点Ｊ３と接続点Ｊ４との間にキャパシタＣ２が接続されている
。
【００４３】
　プルダウン駆動部４４０は、ソースを通じてゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを受信して、ドレ
インを通じて接続点Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３、Ｊ４に出力する複数のトランジスタＴ９、Ｔ１３
、Ｔ８、Ｔ３、Ｔ２、Ｔ６を備える。トランジスタＴ９のゲートはリセット端子Ｒに、ド



(9) JP 5667104 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

レインは接続点Ｊ１に接続され、トランジスタＴ１３、Ｔ８のゲートは接続点Ｊ２に共通
に接続され、ドレインはそれぞれ接続点Ｊ３、Ｊ４に接続されている。トランジスタＴ３
のゲートは接続点Ｊ４に、トランジスタＴ２のゲートはリセット端子Ｒに接続され、二つ
のトランジスタＴ３、Ｔ２のドレインは接続点Ｊ２に接続されている。トランジスタＴ６
のゲートはフレームリセット端子ＦＲに接続され、ドレインは接続点Ｊ１に、ソースはゲ
ートオフ電圧端子ＧＶに接続されている。
【００４４】
　出力部４５０は、ドレイン及びソースが各々第１クロック端子ＣＫ１と出力端子ＯＵＴ
１、ＯＵＴ２との間に接続され、ゲートが接続点Ｊ１に接続されている一対のトランジス
タＴ１、Ｔ１５と、トランジスタＴ１のゲートとドレインとの間、つまり接続点Ｊ１と接
続点Ｊ２との間に接続されているキャパシタＣ３とを備える。トランジスタＴ１のソース
は接続点Ｊ２に接続されている。
【００４５】
　以下、前記ステージの動作について説明する。
【００４６】
　説明の便宜のため、第１及び第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢのハイレベルに当たる
電圧を高電圧とし、第１及び第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢのローレベルに当たる電
圧の大きさはゲートオフ電圧Ｖｏｆｆと同一であり、これを低電圧とする。
【００４７】
　まず、第２クロック信号ＣＫＶＢ及び前段キャリー出力Ｃｏｕｔ（ｊ-１）がハイにな
るとき、トランジスタＴ１１、Ｔ５及びトランジスタＴ４が導通する。すると、二つのト
ランジスタＴ１１、Ｔ４は、高電圧を接続点Ｊ１に伝達し、トランジスタＴ５は、低電圧
を接続点Ｊ２に伝達する。これにより、トランジスタＴ１、Ｔ１５が導通し第１クロック
信号ＣＫＶが出力端ＯＵＴ１、ＯＵＴ２に出力されるが、この時、接続点Ｊ２の電圧と第
１クロック信号ＣＫＶがいずれも低電圧であるため、出力電圧Ｇｏｕｔ（ｊ）、Ｃｏｕｔ
（ｊ）は低電圧になる。これと同時に、キャパシタＣ３は、高電圧と低電圧の差に相当す
る大きさの電圧を充電する。
【００４８】
　この時、第１クロック信号ＣＫＶ及び後段ゲート出力Ｇｏｕｔ（ｊ+１）はローであり
、接続点Ｊ２もローであるため、これにゲートが接続されているトランジスタＴ１０、Ｔ
９、Ｔ１２、Ｔ１３、Ｔ８、Ｔ２はいずれもオフ状態である。
【００４９】
　次に、第２クロック信号ＣＫＶＢがローになるとき、トランジスタＴ１１、Ｔ５が遮断
され、これと同時に、第１クロック信号ＣＫＶがハイになるとき、トランジスタＴ１の出
力電圧及び接続点Ｊ２の電圧が高電圧になる。この時、トランジスタＴ１０のゲートには
高電圧が印加されるが、接続点Ｊ２に接続されているソースの電位がまた同じ高電圧であ
るため、ゲートソース間の電位差が０となり、トランジスタＴ１０はターンオフ状態を維
持する。この結果、接続点Ｊ１は浮遊状態になり、このため、キャパシタＣ３によって高
電圧の分だけ電位が上昇する。
【００５０】
　一方、第１クロック信号ＣＫＶ及び接続点Ｊ２の電位が高電圧であるため、トランジス
タＴ１２、Ｔ１３、Ｔ８が導通する。この状態でトランジスタＴ１２及びトランジスタＴ
１３が高電圧と低電圧の間で直列に接続され、これにより、接続点Ｊ３の電位は、二つの
トランジスタＴ１２、Ｔ１３の導通時の抵抗状態の抵抗値によって分圧された電圧値を有
する。しかし、二つのトランジスタＴ１３の導通時の抵抗状態の抵抗値がトランジスタＴ
１２の導通時の抵抗状態の抵抗値に比べて極めて大きく、例えば約１０，０００倍に設定
されている場合は、接続点Ｊ３の電圧は高電圧と略同一である。従って、トランジスタＴ
７が導通しトランジスタＴ８と直列に接続され、これによって接続点Ｊ４の電位は、二つ
のトランジスタＴ７、Ｔ８の導通時の抵抗状態の抵抗値によって分圧された電圧値を有す
る。また、二つのトランジスタＴ７、Ｔ８の抵抗状態の抵抗値が略同一に設定されている
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場合には、接続点Ｊ４の電位は高電圧と低電圧の中間値を有し、これによってトランジス
タＴ３は、遮断状態を維持する。この時、後段ゲート出力Ｇｏｕｔ（ｊ+１）が依然とし
てローであるため、トランジスタＴ９、Ｔ２も遮断状態を維持する。よって、出力端ＯＵ
Ｔ１、ＯＵＴ２は第１クロック信号ＣＫＶにのみ接続され、低電圧と遮断されて高電圧を
出力する。
【００５１】
　一方、キャパシタＣ１及びキャパシタＣ２は、両端の電位差に相当する電圧をそれぞれ
充電し、接続点Ｊ３の電圧が接続点Ｊ５の電圧より低い。
【００５２】
　次に、後段ゲート出力Ｇｏｕｔ（ｊ+１）及び第２クロック信号ＣＫＶＢがハイになり
、第１クロック信号ＣＫＶがローになるとき、トランジスタＴ９、Ｔ２が導通し接続点Ｊ
１、Ｊ２に低電圧を伝達する。この時、接続点Ｊ１の電圧は、キャパシタＣ３が放電によ
って低電圧に変わるが、キャパシタＣ３の放電時間によって完全に低電圧に変わるために
はある程度の時間が必要である。従って、二つのトランジスタＴ１、Ｔ１５は、後段ゲー
ト出力Ｇｏｕｔ（ｊ+１）がハイになってからも当分の間導通状態を維持することになり
、これによって出力端ＯＵＴ１、ＯＵＴ２が第１クロック信号ＣＫＶと接続されて低電圧
を出力する。次に、キャパシタＣ３が完全に放電して接続点Ｊ１の電位が低電圧に到達し
たとき、トランジスタＴ１５が遮断されて出力端ＯＵＴ２が第１クロック信号ＣＫＶと遮
断され、キャリー出力Ｃｏｕｔ（ｊ）は浮遊状態になって低電圧を維持する。これと同時
に、出力端ＯＵＴ１は、トランジスタＴ１が遮断されても、トランジスタＴ２を通じて低
電圧と接続され継続して低電圧を出力する。
【００５３】
　一方、トランジスタＴ１２、Ｔ１３が遮断されるため接続点Ｊ３が浮遊状態になる。ま
た、接続点Ｊ５の電圧が接続点Ｊ４の電圧より低くなるが、キャパシタＣ１によって接続
点Ｊ３の電圧が接続点Ｊ５の電圧より低い状態を維持し、トランジスタＴ７は遮断される
。同時に、トランジスタＴ８も遮断状態になって接続点Ｊ４の電圧もその分低くなり、ト
ランジスタＴ３も遮断状態を維持する。また、トランジスタＴ１０は、ゲートが第１クロ
ック信号ＣＫＶの低電圧に接続され、接続点Ｊ２の電圧もローであるため、遮断状態を維
持する。
【００５４】
　次に、第１クロック信号ＣＫＶがハイになるとき、トランジスタＴ１２、Ｔ７が導通し
、接続点Ｊ４の電圧が上昇してトランジスタＴ３を導通させて低電圧を接続点Ｊ２に伝達
するため、出力端ＯＵＴ１は継続して低電圧を出力する。即ち、後段ゲート出力Ｇｏｕｔ
（ｊ+１）の出力がローであるときにも、接続点Ｊ２の電圧が低電圧になるようにする。
【００５５】
　一方、トランジスタＴ１０のゲートが第１クロック信号ＣＫＶの高電圧に接続され、接
続点Ｊ２の電圧が低電圧であるため導通されて接続点Ｊ２の低電圧を接続点Ｊ１に伝達す
る。一方、二つのトランジスタＴ１、Ｔ１５のドレインには、第１クロック端子ＣＫ１が
接続されていて第１クロック信号ＣＫＶが継続して印加される。特に、トランジスタＴ１
は、その他のトランジスタに比べて相対的に大きく作製されるが、このためゲートドレイ
ン間の寄生容量が大きくドレインの電圧変化がゲート電圧に影響を及ぼす可能性がある。
この結果、第１クロック信号ＣＫＶがハイになるとき、ゲートドレイン間の寄生容量によ
ってゲート電圧が上昇し、トランジスタＴ１が導通することもある。従って、接続点Ｊ２
の低電圧を接続点Ｊ１に伝達してトランジスタＴ１のゲート電圧を低電圧に維持し、トラ
ンジスタＴ１が導通するのを防止する。
【００５６】
　その後は、前段キャリー出力Ｃｏｕｔ（ｊ-１）がハイになるまで接続点Ｊ１の電圧は
低電圧を維持し、接続点Ｊ２の電圧は、第１クロック信号ＣＫＶがハイで、第２クロック
信号ＣＫＶＢがローであるときは、トランジスタＴ３を通じて低電圧になり、その逆のと
きは、トランジスタＴ５を通じて低電圧を維持する。
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【００５７】
　一方、トランジスタＴ６は、最後のダミーステージＳＴｎ+１のキャリー出力Ｃｏｕｔ
（ｎ+１）である初期化信号ＩＮＴを受信して、ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを接続点Ｊ１に
伝達し、接続点Ｊ１の電圧をもう１度低電圧に設定する。
【００５８】
　このような方法で、ステージＳＴｊは、前段キャリー信号Ｃｏｕｔ（ｊ-１）及び後段
ゲート信号Ｇｏｕｔ（ｊ+１）に基づき、第１及び第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢに
同期してキャリー信号Ｃｏｕｔ（ｊ）及びゲート信号Ｇｏｕｔ（ｊ）を生成する。
【００５９】
　以下、図４に示したゲート駆動部４００の薄膜トランジスタ表示板１００上の配置につ
いて、図５、図６及び図８を参照して詳細に説明する。
【００６０】
　図５は、本発明の一実施形態によるゲート駆動部の概略的な配置図であり、図６は、図
５に示したゲート駆動部の配線部の配置図であり、図８は、図５に示したゲート駆動部の
回路部を一部示した配置図である。
【００６１】
　図５を参照すれば、本実施形態によるゲート駆動部４００は、既に説明したステージＳ
Ｔ１～ＳＴｎ+１からなる回路部ＣＳと、これらステージＳＴ１～ＳＴｎ+１に入力される
各種信号Ｖｏｆｆ、ＣＫＶ、ＣＫＶＢ、ＩＮＴを伝達する配線部ＬＳを備える。
【００６２】
　配線部ＬＳは、ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを伝達するゲートオフ電圧線ＳＬ１、第１及び
第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢをそれぞれ伝達する第１及び第２クロック信号線ＳＬ
２、ＳＬ３、及び初期化信号ＩＮＴを伝達する初期化信号線ＳＬ４を含む。各信号線ＳＬ
１～ＳＬ４は、主に縦方向に延びており、ゲートオフ電圧線ＳＬ１、クロック信号線ＳＬ
２、ＳＬ３及び初期化信号線ＳＬ４の順に左側から配置されシフトレジスタ４００に近づ
く。また、前記信号線ＳＬ１～ＳＬ４は、ステージＳＴ１～ＳＴｎ+１に向けて横に延び
た連結線を有し、ゲートオフ電圧線ＳＬ１及び初期化信号線ＳＬ４は、一つのステージＳ
Ｔ１～ＳＴｎ+１に一つずつ連結線を出しているが、第１及び第２クロック信号線ＳＬ２
、ＳＬ３は、ステージＳＴ１～ＳＴｎ+１の境界付近に位置して交互に一つずつ連結線を
出している。
【００６３】
　回路部ＣＳにおける各ステージＳＴ１～ＳＴｎ+１、例えば（ｊ-１）番目ステージ内の
トランジスタＴ１～Ｔ１３、Ｔ１５の配置によれば、前段ステージに近い左側上に前段キ
ャリー信号Ｃｏｕｔ（ｊ-１）が入力されるトランジスタＴ４が配置され、上側に横方向
に延びた第１クロック信号線ＳＬ２の連結線に沿って第１クロック信号ＣＫＶを受信する
トランジスタＴ１、Ｔ１５が配置され、トランジスタＴ１５の下側にも第１クロック信号
ＣＫＶを受信するトランジスタＴ７、Ｔ１０、Ｔ１２が配置されている。また、下側から
延びている第２クロック信号線ＳＬ３の連結線に接続され第２クロック信号ＣＫＶＢを受
信するトランジスタＴ１１、Ｔ５が左側下に配置され、左側から延びている初期化信号線
ＳＬ４の連結線に接続され初期化信号ＩＮＴを受信するトランジスタＴ６は最も左側に配
置されている。これと共に、下側に横方向に延びているゲートオフ電圧線ＳＬ１の連結線
に沿ってゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを受信するトランジスタＴ２、Ｔ３、Ｔ８、Ｔ９、Ｔ１
３が配置されている。
【００６４】
　これと隣接したｊ番目ステージＳＴｊの場合、第１クロック信号線ＳＬ２及び第１クロ
ック信号ＣＫＶが第２クロック信号線ＳＬ３及び第２クロック信号ＣＫＶＢに変わり、こ
れと逆に、第２クロック信号線ＳＬ３及び第２クロック信号ＣＫＶＢが第１クロック信号
線ＳＬ２及び第１クロック信号ＣＫＶに変わることを除いて、各トランジスタの配置は、
Ｊ-１番目ステージＳＴｊ-１と同一である。
【００６５】
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　この時、配線部ＳＬはシールライン領域ＳＡに位置し、回路部ＣＳの一部もシールライ
ン領域ＳＡに位置し、回路部ＣＳの他の一部はシールライン領域ＳＡの工程マージン領域
ＳＡ´に位置している。工程マージン領域ＳＡ´の幅は０．３ｍｍ程度であって、これは
密封材３５０をシールライン領域ＳＡに塗布する際に生じ得る最大の誤差範囲である。
【００６６】
　既に説明したように、密封材３５０を硬化する際に、薄膜トランジスタ表示板１００の
背面から光を照射するため、シールライン領域ＳＡとシールライン工程マージン領域ＳＡ
´に位置する信号線及びトランジスタは、光をうまく通過させるための平面構造を有する
。
【００６７】
　図６を参照すれば、幅の広い信号線ＳＬ１～ＳＬ３は梯形または網形態であり、光を通
過させる開口部を複数備えている。よって、信号線ＳＬ１～ＳＬ３それぞれは、縦に長く
延びている一対若しくはそれ以上の縦部と、これらを連結する複数の横部とからなり、こ
れらで囲まれた開口部を備える。縦部の幅及び間隔は、光が回折して透過できる程度とす
る。約２０乃至３０μｍ、好ましくは２５μｍ程度であるのが好ましい。各信号線１２２
ａ～１２２ｃ全体の線幅は、開口部を備えることで発生する抵抗の増加を考慮して適切に
定める。開口部を設けない場合の線幅が約１００μｍ以上であって光を回折できない場合
には、このような構造を有するのが好ましい。
【００６８】
　図８によれば、シールライン領域ＳＡ及びシールライン工程マージン領域ＳＡ´に位置
するサイズの大きい薄膜トランジスタ、例えば図５に示すトランジスタＴ４、Ｔ１５は、
複数の小さいトランジスタＴ４１～Ｔ４５に分けられており、これらの間に充分な間隔が
あって小さいトランジスタＴ４１～Ｔ４５の間から光が通過することができる。小さい薄
膜トランジスタＴ４１～Ｔ４５の幅及び間隔に対しても光が回折して透過できる程度とす
る。約１００μｍ以下が好ましい。
【００６９】
　以下、前記のようなゲート駆動部４００を備える薄膜トランジスタ表示板の構造につい
て、図７及び図９乃至図１１、図６及び図８を参照して詳細に説明する。
【００７０】
　図７は、図６に示した配線部のＶＩＩ-ＶＩＩ´線による断面図であり、図９は、図８
に示した配線部のＩＸ-ＩＸ´線による断面図であり、図１０は、表示領域ＤＡにおける
画素の配置図であり、図１１は、図１０に示した画素のＸＩ-ＸＩ´線による断面図であ
る。
【００７１】
　絶縁基板１１０上に複数のゲート線１２１及び複数の駆動信号線１２２、１２２ａ～１
２２ｄが形成されている。
【００７２】
　図１０を参照すれば、ゲート線１２１は、ゲート信号を伝達し、主に横方向に延びて延
長されゲート駆動部４００と連結される。各ゲート線１２１の一部は複数のゲート電極１
２４をなし、他の一部は下方向に突出して複数の突出部１２７をなしている。
【００７３】
　図６を参照すれば、駆動信号線１２２ａ～１２２ｄは、それぞれゲートオフ電圧Ｖｏｆ
ｆ、第１及び第２クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢ及び初期化信号ＩＮＴを伝達し、主に縦
方向に延びている。最も幅の狭い初期化信号線１２２ｃを除くその他の駆動信号線１２２
ａ～１２２ｃは梯形であって、縦に長く延びた一対若しくはそれ以上の縦部とこれらを連
結する複数の横部とからなり、これらで囲まれた開口部を備える。縦部の幅及び間隔は、
光が回折して透過できる程度とし、約２０乃至３０μｍ、好ましくは２５μｍ程度が好ま
しい。各信号線１２２ａ～１２２ｃの全体の線幅は、開口部を備えることで発生する抵抗
の増加を考慮して適切に定める。開口部を設けない場合の線幅が約１００μｍ以上であっ
て光を回折できない場合には、このような構造を有するのが好ましい。一方、初期化信号
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線１２２ｄは、各ステージに向けて横方向に延びた複数の分枝を有する。
【００７４】
　図８を参照すれば、駆動信号線１２２は、ゲート駆動部内で信号を伝達し、拡張されて
ゲート駆動部の薄膜トランジスタの制御電極の役割を果たす。
【００７５】
　ゲート線１２１及び駆動信号線１２２、１２２ａ～１２２ｄは、アルミニウム（Ａｌ）
やアルミニウム合金等のアルミニウム系金属、銀（Ａｇ）や銀合金等の銀系金属、銅（Ｃ
ｕ）や銅合金等の銅系金属、モリブデン（Ｍｏ）やモリブデン合金等のモリブデン系金属
、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）及びチタニウム（Ｔｉ）などからなる。ところが、
ゲート線１２１は、物理的な性質の異なる二つの膜、つまり下部膜（図示せず）及びその
上の上部膜（図示せず）を含むこともできる。上部膜は、ゲート線１２１の信号遅延や電
圧降下を減らせるように低い比抵抗の金属、例えばアルミニウム（Ａｌ）やアルミニウム
合金等のアルミニウム系金属、銀（Ａｇ）や銀合金等の銀系金属、銅（Ｃｕ）や銅合金等
の銅系金属からなることができる。これとは異なって、下部膜は他の物質、特にＩＴＯ（
ｉｎｄｉｕｍ ｔｉｎ ｏｘｉｄｅ）及びＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ ｚｉｎｃ ｏｘｉｄｅ）と
の接触特性が優れた物質、例えばクロム、モリブデン（Ｍｏ）、モリブデン合金、タンタ
ル（Ｔａ）、またはチタニウム（Ｔｉ）などからなることができる。クロム下部膜とアル
ミニウム-ネオジム（Ｎｄ）合金上部膜、モリブデン上部膜とアルミニウム-ネオジム（Ｎ
ｄ）合金下部膜は、その好適な例である。
【００７６】
　ゲート線１２１及び駆動信号線１２２、１２２ａ～１２２ｄの側面は、基板１１０の表
面に対して傾斜されており、傾斜角は約３０～８０°の範囲である。
【００７７】
　ゲート線１２１及び駆動信号線１２２、１２２ａ～１２２ｄの上には、窒化ケイ素（Ｓ
ｉＮｘ）などからなるゲート絶縁膜１４０が形成されている。
【００７８】
　ゲート絶縁膜１４０上部には、水素化非晶質シリコン（非晶質シリコンはａ-Ｓｉと略
称する。）などからなる複数の線状半導体１５１及び島状半導体１５２が形成されている
。線状半導体１５１は、主に縦方向に延びており、ここから複数の突出部１５４がゲート
電極１２４に向けて延び、ゲート線１２１と出会う地点付近で幅が大きくなってゲート線
１２１の広い面積を覆っている。島状半導体１５２は、図８に示したように、ゲート駆動
部の制御電極上に位置したり、図６及び図８に示したように、駆動信号線１２２、１２２
ａ～１２２ｄの一部の上に位置したりし、駆動信号線１２２、１２２ａ～１２２ｄの外側
に突出した部分を有する。
【００７９】
　半導体１５１、１５２の上部には、シリサイドまたはｎ型不純物が高濃度にドーピング
されているｎ+水素化非晶質シリコンなどの物質で形成された複数の線状及び島状抵抗性
接触部材（ｏｈｍｉｃ ｃｏｎｔａｃｔ）１６１、１６２、１６５が設けられている。線
状接触部材１６１は、複数の突出部１６３を備えており、該突出部１６３と島状接触部材
１６５が対をなして半導体１５１の突出部１５４上に位置している。島状抵抗性接触部材
１６２は、島状半導体１５２上に位置している。
【００８０】
　半導体１５１、１５２及び抵抗性接触部材１６１、１６２、１６５の側面も傾斜されて
おり、その傾斜角は３０～８０°である。
【００８１】
　抵抗性接触部材１６１、１６２、１６５及びゲート絶縁膜１４０の上には、複数のデー
タ線１７１、複数の出力電極１７５、複数のストレージキャパシタ用導電体(storage cap
acitor conductor)１７７、及び複数の連結信号線１７２、１７２ａ～１７２ｃが設けら
れている。
【００８２】
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　図１０を参照すれば、データ線１７１は、主に縦方向に延びてゲート線１２１と交差し
、データ電圧を伝達する。各データ線１７１から出力電極１７５に向けて延びた複数の分
枝が入力電極１７３をなす。一対の入力電極１７３と出力電極１７５は互いに分離されて
おり、制御電極１２４に対して互いに反対側に位置している。
【００８３】
　ストレージキャパシタ用導電体１７７は、ゲート線１２１の拡張部１２７と重畳してい
る。
【００８４】
　図６で、連結信号線１７２ａは、ゲートオフ電圧線１２２ａと第１クロック信号線１２
２ｂとの間に位置し、主に縦方向に延びた幹と、幹から各ステージに向けて横方向に延び
た複数の分枝を有する。連結信号線１７２ｂ、１７２ｃそれぞれは、第１クロック信号線
１２２ｂと第２クロック信号線１２２ｃとの間に位置し、主に縦方向に延びた縦部とその
端に連結され各ステージに向けて横方向に延びた複数の横部とを備える。
【００８５】
　図８で、連結信号線１７２は、ゲート駆動部内で信号を伝達し、島状半導体１５２及び
島状抵抗性接触部材１６２の上に位置した部分は、薄膜トランジスタの入力電極及び出力
電極の役割を果たす。薄膜トランジスタ上に位置した部分は、トランジスタの駆動電流を
増加させるために交錯形態となっている。
【００８６】
　データ線１７１、ドレイン電極１７５及びストレージキャパシタ用導電体１７７は、モ
リブデン系金属、クロム、タンタル、チタニウムなどの耐火性金属からなるのが好ましく
、低い抵抗の上部膜と優れた接触特性の下部膜とを備える多層膜構造であることができる
。各データ線１７１の端部１７９は、他の層または外部装置との連結のために幅が拡張さ
れている。
【００８７】
　データ線１７１、出力電極１７５、連結信号線１７２、１７２ａ～１７２ｃ、及びスト
レージキャパシタ用導電体１７７の側面も、基板１１０表面に対して傾斜されており、そ
の傾斜角は約３０～８０°の範囲である。
【００８８】
　抵抗性接触部材１６１、１６２、１６５は、その下部の半導体１５１、１５２とその上
部のデータ線１７１、連結信号線１７２及び出力電極１７５の間にのみ存在し、接触抵抗
を低くする役割を果たす。線状半導体１５１は、ソース電極１７３とドレイン電極１７５
との間を始めとして、データ線１７１及びドレイン電極１７５で覆われずに露出された部
分を有し、殆どの所で線状半導体１５１の幅がデータ線１７１の幅より小さいが、既に説
明したように、ゲート線１２１と出会う部分では幅が大きくなってデータ線１７１の断線
を防止する。島状半導体１５２も駆動信号線１２２、１２２ａ～１２２ｄと連結信号線１
７２、１７２ａ～１７２ｃとが交差する部分に位置し、連結信号線１７２、１７２ａ～１
７２ｃの断線を防止する。
【００８９】
　データ線１７１と出力電極１７５、連結信号線１７２、１７２ａ～１７２ｃ、及びスト
レージキャパシタ用導電体１７７と露出された半導体１５１部分の上には、平坦化特性が
優れて感光性を有する有機物質、プラズマ化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）で形成されるａ-
Ｓｉ:Ｃ:Ｏ、ａ-Ｓｉ:Ｏ:Ｆ等、誘電率４．０以下の低誘電率絶縁物質、または無機物質
である窒化ケイ素などからなる保護膜１８０が設けられている。なお、保護膜１８０は、
有機物及び窒化ケイ素の二重層からなることができる。
【００９０】
　保護膜１８０には、データ線１７１の端部１７９と、出力電極１７５、ストレージキャ
パシタ用導電体１７７及び連結信号線１７２、１７２ａ～１７２ｃの端部をそれぞれ露出
する複数の接触孔（ｃｏｎｔａｃｔ ｈｏｌｅ）１８２、１８５、１８７、１８８が設け
られ、ゲート絶縁膜１４０と共に駆動信号線１２２、１２２ａ～１２２ｄを露出する複数



(15) JP 5667104 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

の接触孔１８９が設けられている。
【００９１】
　保護膜１８０上には、ＩＴＯまたはＩＺＯからなる複数の画素電極１９０と複数の接触
補助部材８２及び連結補助部材８８が設けられている。
【００９２】
　画素電極１９０は、接触孔１８５、１８７を通じて出力電極１７５及びストレージキャ
パシタ用導電体１７７と各々物理的・電気的に接続されて出力電極１７５からデータ電圧
の印加を受け、導電体１７７にデータ電圧を伝達する。
【００９３】
　データ電圧が印加された画素電極１９０は、共通電圧の印加を受ける他の表示板２００
の共通電極２７０と共に電場を生成することによって、二つの電極１９０、２７０間の液
晶層３の液晶分子を再配列する。
【００９４】
　また、前述したように、画素電極１９０及び共通電極２７０は液晶キャパシタを構成し
て、薄膜トランジスタが遮断された後にも印加された電圧を維持しており、電圧維持能力
を強化するため液晶キャパシタと並列に接続された別のキャパシタを設ける。これを“ス
トレージキャパシタ”と言う。ストレージキャパシタは、画素電極１９０及びこれと隣接
するゲート線１２１（これを“前段ゲート線”と言う。）の重畳などで形成され、ストレ
ージキャパシタの静電容量、つまり保持容量を増加させるためゲート線１２１を拡張した
拡張部１２７を設けて重畳面積を拡大する一方、画素電極１９０と接続され拡張部１２７
と重畳しているストレージキャパシタ用導電体１７７を保護膜１８０下に設けて両者間の
距離を短くする。更に、ストレージキャパシタは、別に具備された維持電極と画素電極１
９０の重畳で形成されることができる。
【００９５】
　画素電極１９０はまた、隣接するゲート線１２１及びデータ線１７１と重なって開口率
を向上させているが、重ならない場合もある。
【００９６】
　接触補助部材８２は、接触孔１８２を通じてデータ線の端部１７９と連結される。接触
補助部材８２は、データ線１７１の端部１７９と外部装置との接着性を補完し、これらを
保護する役割をするものであって必須ではなく、これらの適用は選択的である。
【００９７】
　連結補助部材８８は、接触孔１８８、１８９を通じて駆動信号線１２２ａ～１２２ｃ及
び連結信号線１７２ａ～１７２ｃと連結され、駆動信号線１２２ａ～１２２ｃから各種信
号の印加を受けて連結信号線１７２ａ～１７２ｃに伝達する。連結補助部材８８は、面積
が大きく、複数の接触孔を通じて一つの信号線と連結される。連結補助部材８８を小さく
分けない理由は、連結補助部材８８が透明で光を通過させるため、敢えて小さくする必要
がなく、大きいほど抵抗が小さくなるためである。なお、接触孔を複数作って連結させる
場合、連結補助部材８８の断線可能性がその分少なくなる。
【００９８】
　本発明の他の実施形態によれば、画素電極１９０の材料に透明な導電性ポリマーなどを
用いており、反射型（ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ）液晶表示装置の場合には、不透明な反射性
金属を用いても構わない。この時、接触補助部材８２は、画素電極１９０と異なる物質、
特にＩＴＯまたはＩＺＯで形成することができる。
【００９９】
　前記例と異なって、駆動信号線１２２、１２２ａ～１２２ｄをデータ線１７１と同一層
で、連結信号線１７２、１７２ａ～１７２ｃをゲート線１２１と同一層で形成することも
でき、この他にも種々の方法を用いることができる。
【０１００】
　このように、駆動信号線ＳＬ１～ＳＬ３に開口部が設けられており、薄膜トランジスタ
表示板１００の背面から提供された光が開口部を透過し、光硬化性密封材３５０に容易に
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と共通電極表示板２００との結合力が増加し、外部から流入する湿気による腐蝕を防止し
、ゲート駆動部４００の誤動作による駆動不良が減少する。
【０１０１】
　一方、前記のような構造の表示装置において、外部から静電気が流入して信号線と連結
線のうちの一つが短絡した場合、図１２のように、容易に修理することができる。これに
ついて図１２を参照して説明する。
【０１０２】
　図１２によれば、例えば第１クロック線１２２ｂの縦線のうちの一つとゲートオフ電圧
線１２２ａの横線が短絡した場合、三角形で表示した短絡地点の上側及び下側のＸ字表示
の地点をそれぞれ切断する。すると、ゲートオフ電圧線１２２ａの横線は、ステージＳＴ

ｊにのみ接続されてゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを伝達できるようになる。
【０１０３】
　このような表示装置によれば、光硬化性物質を含む密封材がゲート駆動部の一部分をカ
バーするよう第１基板と第２基板との間に介在される構造において、ゲート駆動部の信号
配線には密封材を硬化するために第１基板の背面を通じて入射された光を透過する開口部
が設けられ、密封材によって第１及び第２基板間の結合力が向上される。その結果、外部
から流入する湿気による腐蝕不良などを改善することができる。更に、容易に修理を行う
こともできる。
【０１０４】
　以上、実施形態を参照して説明したが、該当技術分野における通常の知識を有する者で
あれば、特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域の範囲内で様々な修正及び変
形が可能であることが理解できるであろう。
【符号の説明】
【０１０５】
　１００　薄膜トランジスタ表示板、
　１１０　第１基板、
　５００　データ駆動部、
　４００　ゲート駆動部、
　２００　共通電極表示板、
　２１０　第２基板、
　２７０　共通電極、
　３００　表示パネル、
　３３０　液晶層、
　３５０　密封材、
　６００　表示装置。
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